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有機エレクトロクスデバイスでは、有機半導体層と金属電

極の界面電子準位接続がデバイス性能に大きな影響を与え

る。近年の研究では、金属－有機界面で電荷移動を伴うバン

ドの曲がりが起こることが報告されている。我々は、仕事関

数が 2.3 eV と小さい炭酸セシウム(Cs2CO3)と、電子親和力

が 4.0 eV と大きい C60の界面に注目し、界面の電子準位接

続と電荷移動の関係を調べてきた。 

これまでに、低エネルギー逆光電子分光法（LEIPS）[1]

を用いて、C60/Cs2CO3の空準位の電子準位接続を精査し、2

価負イオン C602-が生成していることを示す結果を得た[2]。

C60の価数を調べるために X線光電子分光法（XPS）、電子

移動により占有されたLUMOを観測するために紫外線光

電子分光法（UPS）による観測を行った。 

 XPSの測定結果を FIG.1に示す。膜厚 10 nmのときの

スペクトルを中性 C60とし、負イオン化による化学シフトを 1価で 0.7 eV、2価で 1.5 eVと仮定

した。膜厚が 0.3 nm、2.8 nm のとき FIG.1に示すように、中性 C60、負イオン C60-、2価負イ

オン C602-のスペクトルの重ね合わせでよく再現できた。 

このことは、Cs2CO3と C60界面において、整数個の電子が C60に移動し、1価負イオン C60だ

けでなく、2 価負イオン C602-が生成していることを示しており、LEIPS の実験結果を支持する。

電荷移動量の詳細な解析やバンドの曲がりについては、発表で詳細に議論する。 
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FIG.1 X-ray photoelectron spectra of C60/Cs2CO3 
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